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Abstract (en)
[origin: DE4241045C1] The invention concerns a method for the anisotropic etching of features defined by an etching mask, preferably recesses
with precisely defined sides in silicon, produced using a plasma etching technique. The invention calls for the etched features to have an extremely
high degree of anisotropy while ensuring high mask selectivity. This is achieved by carrying out the anisotropic etching procedure in separate
polymerization and etching steps which alternate with each other.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé d'attaque anisotrope de structures délimitées avec un masque d'attaque, de préférence des évidements dont les
côtés sont exactement délimités, au moyen d'un plasma. Selon ce procédé, on obtient à la fois une sélectivité élevée du masque et une très forte
anisotropie des structures attaquées. A cet effet, ce procédé d'attaque anisotrope comprend les opérations successives séparées et alternées de
polymérisation et d'attaque.
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